

















第 8 6 8 7 号
平成元年 3 月 24 日
基礎工学研究科物理系専攻
学位規則第 5 条第 1 項該当





教授難波 進 教授小林 猛
学位論文題目
論文内容の要旨





第 2 章では，単一の真空紫外光、源を用いた直接励起光CVD法による .S i0 2 膜成長の低温化について述
べている。まず，重水素ランプの真空紫外光 (~16 Onm) を用いて，酸素とジシラン原料ガスを直接励
起する乙とにより，常温でも Si02膜の作成が可能となり，また，膜中の欠陥が減少する乙とを明らかに
している。さらに. Kr 共鳴線ランプの 123.6nm真空紫外光を用いてジシランのみを選択励起すること
により，反応過程を制御して膜質を改善できる乙とを示している。最後に Si02膜堆積直前に弗素ガスに
よる Si 基板処理を行う乙とにより， Si02-Si 界面準位密度が大幅lζ減少することを見い出し， 5x 109 
cm- 2eV- 1 という小さな値カヰ尋られる乙とを実証している。
第 3章では，真空紫外光に加えて紫外光を照射する乙とにより，酸素を活性の強い高励起準位へ効率よ
く励起する二重励起光 CVD 法の開発と，それによる膜質の改善について述べているo ジシランと酸素を








て述べている。まず，シンクロトロン放射光を用いて測定された 5 -2 5eV の領域の反射スペクトルを
示し， Kramers -Kronig変換を用いた解析より帯間遷移吸収領域の複素屈折率のエネルギースペクト
ルを求めている。その結果.常温で作成された膜では，その複素屈折率が小さいカミ基板温度が上昇する









半導体 1 C (3長積回路)については，各電子素子の高密度集積化と共IL:， 3 次元集積化への要素技術の確


















以上のように本研究は. 1 C の高密度集積化と 3 次元集積化の壁とされていた Si02膜の低、温成長lζ新
技術を開発し，高品位 Si02膜の堆積機構を明らかにし半導体素子工学の進歩に寄与するところ大きく，
工学博士の学位論文に価値あるものと認める。
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